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１．概要（Summary） 

次世代レーザーダイオード向け技術として量子殻構造

の検討を行っている。この構造はパターニング 

された基板上に 3次元構造の活性層を作製することで

高効率な発光を実現しレーザー発振を目指し検討を行っ

ている。量子殻構造の基本となるGaNナノワイヤは、その

配置や大きさを最適化することでデバイス特性の向上が

期待できる。本検討では、その配置をシミュレーションによ

って求めた結果を反映させたサンプルを作製した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線露光装置 

【実験方法】 

2インチサファイア基板上に低温堆積緩衝層を介して 4 

m程度の n-GaN層を成長させる。その n-GaN層の表

面にスパッタリング法を用いて SiO2膜を 30 nm堆積させ

る。その後、パターニングのためのレジストを塗布し、電子

線露光装置にて露光を実施する。今回作製した形状は

Fig. 1の通りである。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Nanowire layout. 

周期的にレジストに穴を空けて、レジストをマスクとし、

SiO2膜を ICPによってエッチングすることで SiO2膜に 

周期的な穴を作製した。その後、本基板を用いて

MOVPE法により GaNのナノワイヤを成長させた。 

本実験は以下のステップにて検討を行った。 

ステップ１ 電子線露光条件の探索 

       最適な露光条件だし（パラメータ：露光量） 

ステップ２ 露光最適条件での GaNナノワイヤの成長 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ステップ１ 電子線露光条件の探索結果（Fig. 2） 

 

Fig.2 Results of EB lithography 

検討範囲内では、すべてのサンプルで穴あけに成功して

おり、中心条件の 200 C/cm2にてステップ 2用のサンプ

ルを作製した。 

 

ステップ２ 露光最適条件での GaNナノワイヤの成長

（Fig. 3） 

  周期的構造通りに GaNナノワイヤの成長を確認した。 

 

 

 

 

Fig.3 Results of Nanowire growth. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 2020年春季学術講演会にて講演予定。 

（講演番号 12a-A302-11） 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

500nm 


